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Ltchtreflektierender ohmscher Kontakt fur Bauelemente. 

© Es wird ein lichtreflektierender ohmscher Kontakt insbe- 
sondere fur Lumineszenzdioden beschrieben, der aus einer 
Schichtenfolge mit einer ersten Schicht 02) aus Gold und 
Germanium im Gewichtsverhattnis 99 : 1, einer zweiten 
Schicht (13) aus reinstem Silber und einer dritten Schicht (14) 
aus reinstem Gold besteht. Die erste Schicht (12) ist etwa 
0,02 fim dick, wahrend die zweite und die dritte Schicht (13, 
14) 0,8 jim bzw. 0,5 um dick sind. Durch diese Schichtenfolge 
wird eine hohe Lichtreflexion bei geringem Widerstand 
erzielt. Beschrieben wird ferner ein Verfahren zur Herstellung 
des lichtreflektierenden ohmschen Kontaktes und dessen 
Verwendung. 
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5 Lichtref lektieren der ohmscher Kontakt fiir Bauelemente 

Die Erfindung betrifft einen lichtreflektierenden ohm- 
* schen Kontakt fiir Bauelemente, insbesondere Halbleiter- 
bauelemente, bestehend aus einer Schichtenf olge ein- 
10 schliefllich Gold auf einem Substrat. 

Fur den Wirkungsgrad von Lumineszenzdioden mit transpa- 
renten Substraten ist die Lichtref lexion an der Rttcksei- 
te des Substrats von groBer Bedeutung. Auf dieser Riick- 

15 seite befindet sich gewohnlich ein elektrischer Kontakt 
fur die Stromzufunrung zu einer Zone des einen Leitfa- 
higkeitstyps des Substrats. Dieser Kontakt ist aber 
stark lichtabsorbierend, wenn er die gewunschten elek- 
trischen Ei gens chaf ten, nMmlich einen niedrigen ohmschen 

20 Widerstand, hat. Urn diese Li chtab sorption zu vermeiden, 
wird bisher die Ruckseite des Substrats daher nur teil- 
weise mit einen ohmschen Kontakt versehen. Durch die ge- 
ringere Kontaktflache werden aber insbesondere die elek- 
trischen Eigenschaf ten beeintrachtigt , das heiBt, am 

25 Ubergang zwischen dem Kontakt und dem Substrat liegt ein 
Widerstand mit einer oft unerwunschten Hohe vor. AuBer- 
dem verringert sich durch die kleinere Kontaktflache die 
Haltbarkeit des Kontakts am Substrat. 



35 



30 Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen lichtreflek- 
tierenden ohmschen Kontakt anzugeben, der bei hoher 
Lichtreflexion die gewunschten elektrischen Eigenschaf- 
ten, also einen niedrigen ohmschen Widerstand, aufweisen 



soli. 



Diese Aufgabe wird bei einem lichtreflektierenden ohm- 
schen Kontakt der eingangs genannten Art erf indungsgemaB 
Kot 1 Dx / 31 . 10. 1980 
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dadurch gelost, daB die Schichtenf olge eine erste 
Schicht aus Gold und Germanium im GewichtsverhMltnis 
etwa 99 : 1 1 eine zweite Schicht aus reinstem Silber und 
eine dritte Schicht aus reinstem Gold aufweist. 

5 

In vorteilhafter Veise ist die erste Schicht etwa 
0,02 yrum (200 &) , die zweite Schicht 0,8^^ die 
dritte Schicht 0,5 yum dick. Ein derartiger Kontakt ist 
insbesondere fUr Lumineszenzdioden vorteilhaft. Er ist 
10 aber auch dann anwendbar, wenn ein Substrat mit einer 
- lichtreflektierenden Schicht kontaktiert werden soli* 

In vorteilhafter Weise wird dieser Kontakt so herge- 
stellt, daB die einzelnen Schichten auf die Riickseite 
15 des Substrats aufgedampft und anschlieBend dort "angesin- 
tert werden. Der so hergestellte ohmsche Kontakt weist 
bei einem niedrigen obmschen Widerstand eine hervorra- 
gende Lichtreflexion auf. 

20 Nachfolgend wird die Erfindung an Hand der Zeichnung na- 
her erlSutert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Leuchtdiode im Schnitt, und 

Fig. 2 die Schichtenf olge des erf indungsgemaBen Kontakts. 

25 

In der Fig. 1 besteht ein Halbleitersubstrat 1 aus einer 
n-leitenden Zone 2 und einer p-leitenden Zone 3, die 
durch einen pn-Ubergang 4 voneinander getrennt sind. Auf 
der Zone 3 ist ein Kontakt 5 angebracht, der mit einem 
" 30 Draht 6 als Zuleitung verbunden ist. Von der Oberflache 
7 dieser Zone 3 wird Licht abgestrahlt, wie dies durch 
Pfeile 8 angedeutet ist. Das Substrat 1 ist lichtdurch- 
lassig. Urn einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, sollte 
das im Substrat 1 und vorzugsweise am pn-Obergang er- 
35 zeugte Licht von der Riickseite des Substrats 1 bezie- 

hungsweise der Zone 2 reflektiert werden und so iiber die 
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Oberflache 7 das Substrat 1 verlassen. Hierzu ist der 
auf der Riickseite des Substrats 1 vorgesehene Kontakt 10 
lichtreflektierend ausgestaltet, so daB dort das im I n - 
neren des Substrats 1 erzeugte Licht reflektiert vird, 
5 wie dies durch einen Pfeil 11 angedeutet 1st. 

Erfindungsgemafi besteht dieser Kontakt 10 aus einer 
Schichtenfolge (vergleiche Fig. 2) mit einer ersten, 
0,02 /Um dicken Schicht 12 aus Gold und Germanium im Ge- 
10 wrchtsverhaltnis etwa 99 : 1 , einer zveiten, 0,8 ,um 

dicken Schicht 13 aus reinstem Silber und einer dritten 
0,5 yum dicken Schicht 14 aus reinstem Gold. Die. Schicht 
12 befindet sicn dabei auf der Oberflache der Zone 2. 

Die einzelnen Schichten werden ganzflachig auf die Ober- 
flache der Zone 2 nacheinander auf gedampf t. AnschlieBend 
werden diese Schichten gesintert. Der so hergestellte 
Kontakt hat die gewunschten Elgenschaften einer hohen 
Lichtreflexion und eines niedrigen ohmschen Widerstands. 

2 Figuren 
4 Patentanspriiche 
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Patentansprilche 

1 • Lichtref lektierender ohmscher Kontakt f Ur Bauelemen- 
te, insbesondere Halbleiterbauelemente , bestehend aus 
5 einer Schichtenf olge einschlieSlich Gold auf einem Sub- 
strat, iadur ch gekennzeichnet, 
dafi die Schichtenf olge eine erste Schicht (12) aus Gold 
und Germanium im Gewichtsverhaltnis etwa 99 : 1 , eine 
zweite Schicht (13) aus reinstem Silber und eine dritte 
10 Schicht (14) aus reinstem Gold aufweist. 

2. Kontakt nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , da6 die erste Schicht (12) 
etwa 0,02 yum (200 ft), die zweite Schicht (13) 0,8 yum 

15 und die dritte Schicht (14) 0,5 yum dick ist. 

3. Verwendung des Kontakts nach Anspruch 1 Oder 2 fiir 
Lumineszenzdioden ( 1 ) . 

20 4. Verfahren zur Herstellung des Kontakts nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die einzelnen Schichten (12, 13, 14) auf 
die Riickseite des Substrats (1) aufgedampft und an- 
schlieBend angesintert werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen ohmschen Kontakt 
fur Bauelemente, insbesondere Halbleiterbauete- 
mente, bestehend aus einer Schichtenfolge ein- 5 
schliesslich Gold auf einem lichtdurchlassigen 
Substrat; ein derartiges Bauelement ist aus DE-A 
Nr. 2702935 bekannt. 

Fur den Wirkungsgrad von Lumineszenzdioden 
mittransparenten Substraten ist die Lichtreflexion 10 
an der Ruckseite des Substrats von grosser Bedeu- 
tung. Auf dieser Ruckseite befindet sich gewohn- 
lich ein elektrischer Kontakt fur die Stromzufuh- 
rung zu einer Zone des einen Leitfahigkeitstyps 
des Substrats. Dieser Kontakt ist aber stark iichtab- 15 
sorbierend, wenn er die gewunschten elektrischen 
Eigenschaften, namiich einen niedrigen ohm- 
schen Widerstand, hat. Urn diese Lichtabsorption 
zu vermeiden, wird bisher die Ruckseite des Sub- 
strats daher nur teilweise mit einem ohmschen 20 
Kontakt versehen. Durch diegeringere Kontaktfla- 
che werden aber insbesondere die elektrischen Ei- 
genschaften beeintrachtigt, d. h., am Qbergang 
zwischen dem Kontakt und dem Substrat liegt ein 
Widerstand mit einer oft unerwunschten Hdhevor. 25 
Ausserdem verringertsich durch die kleinere Kon- 
taktfiache die Haltbarkett des Kontakts am Sub- 
strat. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen licht- 
ref lektierenden ohmschen Kontakt anzugeben, der 30 
bei hoher Lichtreflexion die gewunschten elektri- 
schen Eigenschaften, also einen niedrigen ohm- 
schen Widerstand, aufweisen soli. 

Diese Aufgabe wird bei einem lichtreflektieren- 
den ohmschen Kontakt der eingangs genannten 35 
Art erfindungsgemass dadurch gelost, dass die 
Schichtenfolge an der Ruckseite des Substrats 
lichtreflektierend ist und eine erste Schicht aus 
Gold und Germanium imGewichtsverhaitnis etwa 
99: 1 , eine zweite Schicht aus reinstem Silber und *o 
eine dritte Schicht aus reinstem Gold aufweist. 

In vorteilhafter Weise ist die erste Schicht etwa 
0,02 jim (200 A), die zweite Schicht 0,8 und 
die dritte Schicht 0,5 \xm dick. Ein derartiger Kon- 
takt ist insbesondere fur Lumineszenzdioden vor- 45 
teiihaft. Er ist aber auch dann anwendbar, wenn 
ein Substrat mit einer lichtreflektierenden Schicht 
kontaktiert werden soil. 

in vorteilhafter Weise wird dieser Kontakt so 
hergestellt, dass die einzelnen Schichten auf die so 
Ruckseite des Substrats aufgedampft und an- 
schliessend dort angesintert werden. Der so her- 
gestellte ohmsche Kontakt weist bei einem niedri- 
gen ohmschen Widerstand eine hervorragende 
Lichtreflexion auf. 55 

Nachfolgend wird die Erfindung an Hand der 
Zeichnung naher erlautert Es zeigen: / 

Fig. 1 eine Leuchtdiode im Schnitt, und / 

Fig. 2 die Schichtenfolge des erf indungsgemas- ( 
sen Kontakts. so 

In der Fig. 1 besteht ein Halbleitersubstrat 1 aus 
einer n-leitenden Zone 2 und einer p-leitenden 
Zone 3, die durch einen pn-Obergang 4 voneinan- 
der getrennt sind. Auf der Zone 3 ist ein Kontakt 5 
angebracht, der mit einem Draht 6 als Zuleitung ss 



verbunden ist. Von der Oberflache 7 dieser Zone 3 
wird Licht abgestrahlt wie dies durch Pfeile 8 an- 
gedeutet ist. Das Substrat 1 ist lichtdurchlassig. 
Urn einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, sollte 
das im Substrat 1 und vorzugsweise am pn-Ober- 
gang erzeugte Licht von der Ruckseite des Sub- 
strats 1 bzw. der Zone 2 refiektiert werden und so 
uber die Oberflache 7 das Substrat 1 verlassen. 
Hierzu ist der auf der Ruckseite des Substrats 1 
vorgesehene Kontakt 1 0 lichtreflektierend ausge- 
staltet, so dass dort das im Inneren des Substrats 1 
erzeugte Licht refiektiert wird, wie dies durch ei- 
nen Pfeil 1 1 angedeutet ist. 

Dieser Kontakt 1 0 besteht aus einer Schichten- 
folge (vgl. Fig. 2) mit einer ersten- 0,02 urn dicken 
Schicht 12 aus Gold und Germanium im Ge- 
wichtsverhaltnis etwa 99:1 - einer zweiten - 
0,8 urn dicken Schicht 13 aus reinstem Silber - 
und einer dritten - 0,5 urn dicken Schicht 1 4 aus 
reinstem Goid. Die Schicht 12 befindet sich dabei 
auf der Oberflache der Zone 2. 

Die einzelnen Schichten werden ganzflachig 
auf die Oberflache der Zone 2 nacheinander auf- 
gedampft. Anschliessend werden diese Schichten 
gesintert. Der so hergestellte Kontakt hat die ge- 
wunschten Eigenschaften einer hohen Lichtrefle- 
xion und eines niedrigen ohmschen Widerstands. 



Patentanspruche 

1. Ohmscher Kontakt fur Bauelemente, insbe- 
sondere Halbleiterbauelemente, bestehend aus ei- 
ner Schichtenfolge einschliesslich Gold auf einem 
lichtdurchlassigen Substrat, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schichtenfolge an der Ruckseite 
des Substrats lichtreflektierend ist und eine erste 
Schicht (12) aus Goid und Germanium im Ge- 
wichtsverhaltnis etwa 99:1, eine zweite. Schicht 

(13) aus reinstem Silber und eine dritte Schicht 

(14) aus reinstem Gold aufweist. 

2. Kontakt nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet dass die erste Schicht (1 2) etwa 0,02 ^im 
(200 A), die zweite Schicht (1 3) 0,8 urn und die 
dritte Schicht (14) 0,5 dick ist. 

3. Verwendung des Kontakts nach einem der 
beiden Anspruche 1 oder 2 fur Lumineszenzdio- 
den (1). 

4. Verfahren zur Herstellung des Kontakts nach 
einem der beiden Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die einzelnen Schichten 
(12, 13, 14) auf die Ruckseite des Substrats (1) 
aufgedarjQgft und anschliessend angesintert wer- 
denr* ^\ 



Claims / 

1. Anpmnic contact for components, in par- 
-ticular^em icon due tor components, consisting of a 
sequence of layers, including gold, on a trans- 
parent substrate, characterised in that on the rear 
face of the substrate, the layer sequence is 
light-reflecting and has a first layer (12) of goid 
and germanium in a ratio by weight of approxi- 
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mately 99: 1 , a second layer (1 3) of purest silver, 
and a third layer (14) of purest gold. 

2. A contact according to Claim 1, charac- 
terised in that the first layer (1 2) has a thickness of 
approximately 0.02 jim (200 A), the second layer 

(1 3) has a thickness of 0.8 \im t and the third layer 

(1 4) has a thickness of 0.5 jim. 

3. The use of the contact according to Claim 1 
or 2 for luminescent diodes (1 ). 

4. A process for the production of the contact 
according to Claim 1 or 2, characterised in that the 
individual layers (12, 13 r 14) are vapour- 
deposited onto the rear of the substrate (1 ), and 
subsequently sintered. 



Revendications 

1. Contact ohmique pour des composants, 
notamment des composants d semi-conducteurs, 
qui est constitue par une succession de couches 



incluant de I'or, sur un substrat transparent, 
caracteris6 par le fait que (a succession de couches 
sur la face arri&re du substrat est ref lechissante 
pour la lumiSre et comprend une premiere couche 

5 (12) formee d'or et de germanium, dans un rapport 
ponderal egal approximativement a 99:1, une 
seconde couche (13) constitute par de I'argent 
extrdmement pur et une troisieme couche (14) 
constitute par de Tor extremement pur. 

w 2. Contact suivant la revendication 1, caract6- 
riseparlefaitquela premiere couche (13) possede 
une epaisseur egale at environ 0,02 jim (200 A), la 
seconde couche (13) une epaisseur de 0,8 jim et 
la troisieme couche (14) une epaisseur de 0,5 urn. 

is 3. Utilisation du contact suivant Tune des 
revendications 1 ou 2 pour des diodes h lumines- 
cence (1). . 

4. Precede pour fabriquer le contact suivant 
Tune des revendications 1 ou 2, caracterise par le 

20 fait qu'on depose par evaporation les differentes 
couches (1 2, 1 3, 1 4) sur la face arriere du substrat 
(1 ) et qu'on en effectue ensuite le frittage. 
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FIG 2 
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Specifications 

The invention involves an ohmic contact for modules, especially semiconductors 
modules, consists from a mulit-layer stack including gold on a transparent 
substrate; one such module is known from DE-A No. 2702935. 

For the efficiency of luminescence-diodes with transparent substrates, the light- 
reflection at the rear of the substrate is of great importance. On this rear, an 
electric contact normally declares as the current-supply to a zone of the one 
conductivities of the substrate. This contact light-absorbs strongly, however, if it 
has the wished electric qualities, namely a low ohmic resistance. In order to 
avoid this light-absorption, the rear of the substrate hence just partially becomes 
with an ohmic contact-mistake yet. The electric qualities are however especially 
impaired by the more inferior of contact, i.e., at the transition between the 
contact and the substratum is available a resistance with an often undesirable 
elevation, furthermore the durability of the contact decreases through the smaller 
contact-surface at the substratum. 

It is therefore task of the invention to declare light-reflective ohmic contact, that 
should show the wished electric qualities, therefore a low ohmic resistance, with 
high light-reflection. 

This task becomes with a light-reflective ohmic contact of the at the beginning 
named type invention-in accordance with through it it solved that the stack- 
consequence is light-reflective at the rear of the substrate and a chief. Stack 
from gold and germanium in the weight-relationship approximately 99:1 ,a 
second layer from purest silver and Ems third layer from purest gold shows, 

In advantageous manner, the first layer is approximately 0,02 -urn, 200 AT, the 
second layer 0,8 -urn and the third layer 0,5 -urn thick. Is especially 
advantageous one such contact for luminescence-diodes. It is however even 
then applicable if a substratum with a light-reflective layer should become 
contact. 

This contact is produced in advantageous manner so, that the individual layers 
resign on the rear of the substratum steams and connects angesintert sends 
there becomes. The so produced of ohm's contact shows an outstanding light- 
reflection with a mean ohm of resistance. 

Subsequently, the invention is explained by means of the drawing in more detail, 
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It shows: 



Fig. 1 a light emiting-diode cross-section, and 

Fig. 2 the stack-consequence of the invention-appropriate contact. 

In the Fig1, 1 consists a semiconductor-substratum of a n - conductive zone 2 
and a p - conductive zone 3, that through a pn - transition 4 of each other 
separate is. On the zone 3 is a contact installed 5, that with a wire 6 as inlet 
interconnected is. From the surface 7 of this zone 3 is emitted light, as this 
through arrows 8 at is interpreted. The substratum 1 is transparent in order to 
achieve a high efficiency the in the substratum I and preferably at the pn - 
transition generated light of the rear of the substratum I as well as the zone 2 is 
reflected and so over the surface 7 the substratum 1 exits. To this that is light- 
reflective 1 intended contacts arranged on the rear of the substratum 10 so that 
that is reflected the substratum's I generated light there in the inner as this is 
indicated by an arrow 1 1 . 

This contact 1 0-passes layers from one follows, Fig2, with a first - 0,02 about 
thick layer 12 from gold and germanium in the Ge relationship approximately 
99:1 - a second -0,8 ~m thick levels 13 from purest silver - and a third - 0,5 
about thick layer 14 from purest gold. The layer 12 is with it on the surface of the 
zone 2. 

The individual layers become completely-ftat on the surface of the Zone2 one 
after the other on fumed. Afterwards, these layers become gesinterts, the so 
produced contact has the wished qualities of a high light-reflection and a low 
ohmic resistance. 
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